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Transistormodule 14B / 14F

Kurzbeschreibung
24.11.2014

Ausfuhrung:

Steckmodule 4polig. Stecker 4 mm Durchmesser, Abstand 38 mm (fur Steckplatinen Conatex
0. &.). Ein Modul enthélt zwei komplementére Leistungstransistoren, die einzeln oder als
Gegentaktstufe betrieben werden kdnnen. Transistorbauform: TO-220.

» Transistormodul 14B enthalt Bipolartransistoren (NPN und PNP).
» Transistormodul 14F enthalt Feldeffekttransistoren (N-Kanal und P-Kanal).

Einsatz:
Versuche mit Leistungstransistoren.
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Transistortypen:

* Transistormodul 14B: NPN = BD241; PNP = BD242.
e Transistormodul 14F N-Kanal = BUK954; P-Kanal = SUP75P03.
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NPN oder N-Kanal allein:
Zwei Jumper auf3en.

PNP oder P-Kanal allein:
Zwei Jumper innen.
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Gegentaktstufe (Push-Pull):
Vier Jumper.

Beide Transistoren nutzen, aber getrennt betreiben:

Sonderkabel anstelle der Jumper.

Basis oder Gate:
PNP oder P-Kanal
NPN oder N-Kanal

§ |- T1=N-Kanal=

T2=P-Kanal

Emitter oder Source:
PNP oder P-Kanal

NPN oder N-Kanal
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Modulprufung mittels Halbleitertester Atlas DCAS55 auf Halbleitertestadapter 10a:
In Gebrauchslage des Hableitertestadapteres Modul so aufstecken:

Kollektor

NPN

Die Transistoren einzeln priifen:

Drain
P-Kanal Source

Drain  Gate
N-Kanal

* NPN oder N-Kanal: beide Jumper auf3en.

* PNP oder P-Kanal: beide Jumper innen.



Die Gegentakt-Leistungsstufe besteht aus zwei
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Transistormodul 14a
Bipolartransistoren
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14



SDG Die Gegentakt-Leistungsstufe besteht aus zwei
Sourcefolgern; N-Kanal oben, P-Kanal unten.
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Transistormodul 14b
MOSFETs
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14
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Transistormodul 14a
Bipolartransistoren
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14
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Transistormodul 14a
NPN allein
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14
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Transistormodul 14a
PNP allein
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14
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Transistormodul 14a
Beide Transistoren (Push-Pull)
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14
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Transistormodul 14b
MOSFETSs
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14
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Transistormodul 14b
N-Kanal-FET allein
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14
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Transistormodul 14b
P-Kanal-FET allein
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14
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Falls erforderlich, die Gates einzeln

anschliel3en (Sonderkabel).
Transistormodul 14b

Beide FETs (Push-Pull)
Stand: 1.2 vom 14. 8. 14



